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はじめに： GaN 系 LED は混晶を用いることで発光波長を任意に操作できることなどの理由か

ら新たな光源として期待されており、その混晶の一つとして InAlN が挙げられる。InAlN はバン

ドギャップが室温で約 0.8~6.2eV まで、可視光ほぼ全域、および紫外域までをカバーすることが

可能な材料であるので、AlGaN 系、InGaN 系といった波長の領域別によって材料を変化させる必

要がなく非常に有意義なものであると考えられる。本実験では、InAlN/InAlN MQWの界面状態と

発光強度について調査を行った。 

実験方法： In組成の違う 2つの InAlN/InAlN MQW構造を c面サファイア基板にMOCVD装置

で成長した。サファイア基板上に LT-GaN、n-GaN、n-InAlN、InAlN/InAlN MQW の順に成長さ

せた。MQWは InAlN井戸層の膜厚を 2 nm、InAlN バリア層の膜厚を 8 nmとし、交互に成長させ

5 ペアとした。井戸層の成長温度を変化させることにより InAlN の In 組成を変化させて結晶成長

させた。今回成長させた MQW は In0.2Al0.8N 井戸層、In0.1Al0.9N バリア層と In0.3Al0.7N 井戸層、

In0.2Al0.8N バリア層の MQW 止めサンプルの 2 つを用いた。サンプルの評価方法として、XRD 測

定の ω-2θスキャンによって c軸の格子面間隔測定を行い InAlN/InAlN MQW の界面状態を確認し

た。また、PL測定によって InAlN MQW の発光スペクトルの観測も行った。 

結果： In組成の異なる 2つの InAlN MQWを XRD測定の ω-2θスキャンで c軸の格子面間隔測

定を行った結果を図 1 に示す。この結果より InAlN MQW のフリンジピークが観測され、シミュ

レーションの結果とほぼ一致している。これより、InAlN/InAlN MQW の界面状態が良好であるこ

とが確認できる。また、室温で PL測定を行った結果を図 2に示す。InAlN MQWからの発光波長

は 340 nm、418 nmであることが観測された。これより In 組成を変化させることにより InAlN は

GaN (365 nm) よりも短波長領域、長波長領域で発光することが確認された。 
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図1. InAlN/InAlN MQW
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図2. InAlN井戸層のPL発光強度
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